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청

청 항 1 

과,

상   상에 치  어도 하나  도  드 ,

상  도  드에  연결 는 어도 하나  프  비하 ,

상  프는, 탈 어 , 상  탈 어   감싸는 폴리 막과, 상  폴리 막   감싸  상

도  드에  연결 는 도 피막  포함하는 도체 칩.

청 항 2 

1항에 어 ,

상  폴리 막  1㎛ 내지 7㎛  께  가지는 도체 칩.

청 항 3 

1항에 어 ,

상  폴리 막  상  탈 어  돌   는 도체 칩.

청 항 4 

1항에 어 ,

상  도 피막  상  폴리 막  돌   는 도체 칩. 

청 항 5 

1항에 어 ,

상  도 피막  한 층 상  막  는 도체 칩.

청 항 6 

1항에 어 ,

상  도  드 상에 치  상  도  드  어도  역  하는 연층   포함하는 도체

칩.

청 항 7 

6항에 어 ,

상  프는, 상  도  드   역 상에 상  도  드  도  치 는 도체 칩.

청 항 8 

1항에 어 ,

상  프는 상  도  드 상에 치 어 상  과 는 향  돌 는 돔   상

가지는 도체 칩.

청 항 9 

과,
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상    역에 치 는 다   드들과,

상   드들 각각에  연결 는 다  돌  드들  포함하 ,

상  돌  드들 각각 , 탈 어 , 상  탈 어   감싸는 폴리 막과, 상  폴리 막  

감싸는 도 피막  포함하는 시 .

청 항 10 

9항에 어 ,

상  탈 어는 상   드들 각각  에 치 어 상  과 는 향  돌 고, 상  폴

리 막  상  탈 어  돌   는 시 .

청 항 11 

10항에 어 ,

상  도 피막  상  폴리 막  돌   는 시 .

청 항 12 

9항에 어 ,

상  폴리 막  1㎛ 내지 7㎛  께  가지는 시 .

청 항 13 

다   드들  포함하는 과,

상   상에 실 , 상   드들 각각과 마주하는 다  도  드들  포함하는 도체 칩  

비하 ,

상   드들과 상  도  드들  사 에 치 어  하는  드  도  드  

 연결하 , 탈 어 , 상  탈 어   감싸는 폴리 막과, 상  폴리 막   감싸는 도

피막  포함한 다  프 체들   비하는 치.

청 항 14 

13항에 어 ,

상  폴리 막  1㎛ 내지 7㎛  께  가지는 치.

청 항 15 

13항에 어 ,

상  폴리 막  상  탈 어  돌   는 치.

청 항 16 

13항에 어 ,

상  도 피막  상  폴리 막  돌   는 치.

청 항 17 

13항에 어 ,

상  과 상  도체 칩  사 에 개재  비도  착층   포함하는 치.

청 항 18 

13항에 어 ,
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상   포함한 시  비하는 치.

 

   야

본  실시 는 도체 칩, 시   치에 한 것 , 특  프 체  비한 도체 칩,[0001]

시   치에 한 것 다.

 경  

근, 치  고 능   고집 에 라, 도체 칩에 비 는  단 들  개 가 비약  가[0003]

하고 다. 에 라, 도체 칩   단 들  개별 크  들 사  피치는  감 하고 다. 

, 시 에 실 는 드라  IC  경우,  단 들 사  피치가 10㎛ 내지 15㎛ 하  

계  것  고 다.

 같  미  피치(fine pitch)가 는 도체 칩   도  필 (Anisotropic Conductive Film;[0004]

하, 'ACF'  약 함)과 같  착  하여 시  등  치에 실 하는 경우, 쇼트 결함 나 

픈 량  생할  가하게 다. , ACF 내 에 포함  도  가 도체 칩에 비   단

들  측 에 집 어 한  단 들 사  쇼트 결함  야 하거나,  ACF  도  가 미  크

 가지는 어도   단 에 하는 치에  치 지 않아 픈 량  야 할  다.

 내

해결하 는 과

본  루고  하는  과 는, 신뢰     공할  는 프 체  비한 [0007]

도체 칩, 시   치  공하는 것 다.

과  해결 단

본  실시 에 한 도체 칩 , 과, 상   상에 치  어도 하나  도  드 , 상  도[0009]

 드에  연결 는 어도 하나  프  비하 , 상  프는, 탈 어 , 상  탈 어

  감싸는 폴리 막과, 상  폴리 막   감싸  상  도  드에  연결 는 도 피

막  포함한다.

실시 에 라, 상  폴리 막  1㎛ 내지 7㎛  께  가질  다.[0010]

실시 에 라, 상  폴리 막  상  탈 어  돌     다.[0011]

실시 에 라, 상  도 피막  상  폴리 막  돌     다.[0012]

실시 에 라, 상  도 피막  한 층 상  막    다.[0013]

실시 에 라, 상  도체 칩 , 상  도  드 상에 치  상  도  드  어도  역  [0014]

하는 연층   포함할  다.

실시 에 라, 상  프는, 상  도  드   역 상에 상  도  드  도  치   [0015]

다.

실시 에 라, 상  프는 상  도  드 상에 치 어 상  과 는 향  돌 는 돔 [0016]

 상  가질  다.

본  실시 에 한 시 , 과, 상    역에 치 는 다   드들과, 상  [0017]
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 드들  각각에   연결 는  다  돌  드들  포함하 ,  상  돌  드들  각각 ,  탈

어 , 상  탈 어   감싸는 폴리 막과, 상  폴리 막   감싸는 도 피막  포함한다.

실시 에 라, 상  탈 어는 상   드들 각각  에 치 어 상  과 는 향  돌[0018]

고, 상  폴리 막  상  탈 어  돌     다.

실시 에 라, 상  도 피막  상  폴리 막  돌     다.[0019]

실시 에 라, 상  폴리 막  1㎛ 내지 7㎛  께  가질  다.[0020]

본  실시 에 한 치는, 다   드들  포함하는 과; 상   상에 실 , 상[0021]

 드들 각각과 마주하는 다  도  드들  포함하는 도체 칩;  비하 , 상   드들과 상

 도  드들  사 에 치 어  하는  드  도  드   연결하 , 탈 

어 , 상  탈 어   감싸는 폴리 막과, 상  폴리 막   감싸는 도 피막  포함한 다

프 체들;   비한다.

실시 에 라, 상  폴리 막  1㎛ 내지 7㎛  께  가질  다.[0022]

실시 에 라, 상  폴리 막  상  탈 어  돌     다.[0023]

실시 에 라, 상  도 피막  상  폴리 막  돌     다.[0024]

실시 에 라, 상  치는, 상  과 상  도체 칩  사 에 개재  비도  착층   포함할[0025]

 다.

실시 에 라, 상  치는, 상   포함한 시  비할  다.[0026]

 과

본  실시 에 하 , 탈 어드 폴리  프 체( 탈 어드 폴리  프, 또는 탈 어드 폴리[0028]

 돌  드)  비함 , 신뢰     공하는 도체 칩, 시   치  공

할  다.

도  간단한 

도 1  본   실시 에 한 도체 칩  도시한 사시도 다.[0030]

도 2는 본   실시 에 한 도체 칩   도시한 평 도 다.

도 3  본   실시 에 한 도체 칩   단  도시한 평 도 다.

도 4a는 도 3  I-I' 에  단   나타내는 단 도 다.

도 4b는 도 3  Ⅱ-Ⅱ' 에  단   나타내는 단 도 다.

도 5a는 도 3  I-I' 에  단  다   나타내는 단 도 다.

도 5b는 도 3  Ⅱ-Ⅱ' 에  단  다   나타내는 단 도 다.

도 6  본   실시 에 한 치  나타내는 사시도 다.

도 7  도 6  Ⅲ-Ⅲ' 에  단   나타내는 단 도 다.

도 8  본   실시 에 한 시  나타내는 사시도 다.

도 9는 도 8  Ⅳ-Ⅳ' 에  단   나타내는 단 도 다.

도 10  본  다  실시 에 한 치  나타내는 단 도 다.

 실시하  한 체  내

하, 첨  도  참 하여 본  실시   그 에 당업 가 본  내  게 해하  하여[0031]
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필 한 사항에 하여 상  하  한다. 다만, 하 에 하는 실시 는 그  여 에 계없  시

 것에 과하다. , 본  하에  개시 는 실시 에 한 는 것  아니라 다양한 태  변경 어

실시    것 다.

한편, 도 에  본  특징과 직  계 지 않   는 본  하게 나타내  [0032]

하여 생략 었   다. 또한, 도  상   는 그 크 나 비  등  다  과 어 도시 었  

다. 도  에  동  또는 사한 들에 해 는 비  다  도  상에 시 라도 가능한 한 동

한 참    여하 다.

도 1  본   실시 에 한 도체 칩  도시한 사시도 다. 그리고, 도 2는 본   실시 에 [0034]

한 도체 칩   도시한 평 도 다. 특 , 도 2는 도체 칩  양   어도 하나   단 가 

는  도시한 것 다.

도 1  도 2  참 하 , 본   실시 에 한 도체 칩(100) , (110)과, 상  (110)  어[0035]

도 에  어도 하나   단 (120)  비한다. 실시 에 라, 도체 칩(100)  동 한 (

컨 , 하 )에  피치  열  다   단 들(120)  비할  다.

실시 에 라, (110)  실리  웨 (Silicon Wafer)   다. 다만, (110)  에 한 지는 않[0036]

, (110)  재질  상 등  변경   다. 실시 에 라, (110)에는 도시 지 않  다양한 

들    다. 러한 (110)  어도 에는, 상  들  치( , 시

)에  연결하  한  단 들(120)  비   다.

실시 에 라,  단 들(120) 각각 , 도  드  에  연결  프  포함할  다. 실시[0037]

에 라,  단 들(120)  도체 칩(100)   신 들  달하  한  단 들   다. 

, 도체 칩(100)  각각 어도 한 행에 열  다   단 들(120a)   단 들(120b)  비할

 다. 실시 에 라,  단 들(120a)   단 들(120b)   거리 상 격 어 열   

다.

한편, 편 상 도 2에 는 가  향   향  라 도체 칩(100)  에  단 들(120)  규칙[0038]

 열  실시  도시하 나, 본  에 한 지는 않는다. ,  단 들(120)  크 , 개 ,

피치 /또는 열  등  다양하게 변경 실시   다.

도 3  본   실시 에 한 도체 칩   단  도시한 평 도 다. 그리고, 도 4a는 도 3  I-I'[0040]

에  단   나타내는 단 도 고, 도 4b는 도 3  Ⅱ-Ⅱ' 에  단   나타내는 단

도 다. 편 상, 도 3 내지 도 4b에 는 하나   단 만  도시하 나, 도 1  도 2에 도시   단

들  어도 는  사하거나 실질  동 한  가질  다. 또한, 도 3에 는  단

하는 도  드  프  상   사각 상  도시하 나, 본  에 한 지는 않는다.

, 도  드 /또는 프  상  다양하게 변경 실시   다. 가 , 도 3에 는  단

하는 각  간  치 계   도시하  하여 연층  함께 도시하 , 연층  경계는

 도시하 다.

도 3 내지 도 4b  참 하 , 각각   단 (120)는, (110) 상에 치  도  드(121) , 상  도[0041]

 드(121)에  연결 는 프(122)  포함한다. 실시 에 라, 도  드(121)는 (110)과

함께 도체 칩(100)   할  다. , 도  드(121)는 도시 지 않  층(미도시)과

함께 (110)  어도  상에 어 상  층과 함께 도체 칩(100)   할  다. 

실시 에 라, 프(122)는 연층(130)에 해 커 지 않는 도  드(121)   역  통해 상  도[0042]

 드(121)에  연결   다. 실시 에 라, 도  드(121)  프(122)는  첩  

다. 컨 , 프(122)는 도  드(121)  첩 도  도  드(121)  ( 컨 , 상 ) 상에 

치   다. 실시 에 라, 도  드(121)가 는 역   프(122)가 는 역  

보다 클  나, 에 한 지는 않는다. 다만, 도  드(121)는 프(122) /또는 연층(130)에 해

게 고, 에 라  지는 않   다.

실시 에 라, (110)과 도  드(121)  사 에는 어도 한 층  층(112)  비   다. 실시[0043]

공개특허 10-2018-0023144

- 7 -



에 라, 층(112)  한 층 상  산 막  질 막  포함할  나, 에 한 지는 않는다. 

, 층(112)  실리  산 막(SiO2)    다.

실시 에 라, 도  드(121)는 한 층 상  도 층, 컨  층  포함할  다. , 도  [0044]

드(121)는 타 타늄(Ti)  루어진 층,  (Au)  루어진 층   단 층  

거나,   다   루어진 1  2 층  층  다 층    다. 다만, 도

 드(121)  재질  드시 한 에 한 지는 않 , 도  드(121)  재질  변경   다.

컨 , 도  드(121)는 , 들  합 , 도  고 , 도   산   어도 하나  포함할

 다. 도  드(121)  할  는 는, 리(Cu), (Ag), (Au), (Pt), 라듐(Pd),

니 (Ni), 주 (Sn), 알루미늄(Al), 트(Co), 듐(Rh), 리듐(Ir), 철(Fe), 루 늄(Ru), 뮴(Os), 망

간(Mn), 몰리브 (Mo), (W), 니 브(Nb), 탄탈럼(Ta), 타 타늄(Ti), 비 (Bi), 안티몬(Sb), 납(Pb)

등  들  다. 도  드(121)  할  는 도  고 는 폴리티 계, 폴리피 계, 폴리아닐

린계, 폴리아 틸 계, 폴리 닐 계 합   들  합  등  들  , 특  폴리티 계 에 는

PEDOT/PSS 합  사 할  다. 도  드(121)  할  는 도   산 는 ITO(Indium

Tin  Oxide),  IZO(Indium  Zinc  Oxide),  AZO(Antimony  Zinc  Oxide),  ITZO(Indium  Tin  Zinc  Oxide),  ZnO(Zinc

Oxide), SnO2(Tin Oxide) 등  들  다. 또한, 한 도  질 에도 도  공할  는 재료

 도  드(121)  하는 질    다. 또한, 도  드(121)  는 특별  한 지 않

, 단 층  다 층  다양하게 실시   다.

한편, 도  드(121)  크   웃한 도  드들( 한  단 들(120) 각각에 포함  도  드[0045]

들)(121) 사  피치가 특별  한 지는 않는다. 특 , 후 할 본  실시 에 한 프(122)  에

하 , 미  크  /또는 피치  가지는  단 (120)에 해 도, 상   단 (120)  에 연결 는

치   드 사   안 할  다. 라 , 도  드(121)는  10㎛ 내지 15㎛ 

하  미  크  /또는 피치  가지도   도 다.

실시 에 라, 도  드(121)  어도  역  상 에는, 연층(130)  비   다. 러한 연층[0046]

(130)  도  드(121)  어도  역( 컨 , 본  역  컨택 역)  하는 개  포함할

 다. 컨 , 연층(130)  도  드(121)  앙  하  도  드(121)  가 리 역만

 도  닝   다. 실시 에 라, 연층(130)  (110)  도  드(121)  프

라  도  드(121)  상  가 리  도  비   다. 러한 연층(130)  도체

칩(100)  보 하는 시 막  비   다.

실시 에 라, 연층(130)  한 층 상  산 막  질 막  포함할  나, 에 한 지는 않는다.[0047]

컨 , 연층(130)  실리  질 막(SiNx)    다.

실시 에 라, 프(122)는 도  드(121)   역( , 본  역  컨택 역) 상에 도  드[0048]

(121)  도  치   다. , 프(122)는 도  드(121)  직  도  도  드

(121) 상에 치   다. 다만, 본  드시 에 한 지는 않는다. , 도  드(121)  에

하는 프(122)  치 계  들 사  연결 는 다양하게 변경 실시   다.

실시 에 라, 프(122)는, 도  드(121) 상에 치 어 (110)과 는 향( 컨 , 도 4a  도[0049]

4b에  상  향)  돌 는 돔   상  가질  다. 프(122)가 돔   상

돌 , 상  프(122)  하는 폴리 막(122b)  탄 에 한 착  폭시  신뢰  는  

 공할  다. 다만, 본  드시 에 한 지는 않 , 프(122)  상  원 ,  다각

 상  비 하여 다양한 상  변경 실시  도 다.

실시 에 라, 프(122)는, 탈 어(122a) , 상  탈 어(122a)   감싸는 폴리 막(122b)과, 상[0050]

 폴리 막(122b)   감싸  도  드(121)에  연결 는 도 피막(122c)  포함할  

다. 컨 , 본  실시 에 한 프(122)에 어 , 탈 어(122a)  폴리 막(122b)   복층막

 가진 어 체  할  다. , 본  실시 에 한 프(122)는 탈 어드 폴리  

프(Metal Cored Polymer Bump)    다.

실시 에 라, 탈 어(122a), 폴리 막(122b)  도 피막(122c)   첩 도  치 , 들  [0051]

는 역   차  가할  다. 컨 , 폴리 막(122b)  탈 어(122a)보다 큰  가지

 탈 어(122a)  돌   도  고, 도 피막(122c)  폴리 막(122b)보다 큰  가지
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폴리 막(122b)  돌   도    다. , 폴리 막(122b)  탈 어(122a)   

 체   도  고, 도 피막(122c)  폴리 막(122b)    체   도  

  다. 폴리 막(122b)  탈 어(122a)    게 , 프(122)가  균 한

탄  가질  다. 또한, 도 피막(122c)  폴리 막(122b)    게 , 프(122)  도

 안  보할  다.

실시 에 라, 도 피막(122c)  도  드(121)  상  , 탈 어(122a), 폴리 막(122b)  연층[0052]

(130)에 해 지 않  역( 컨 , 도 3  도 4b에  연층(130)  안쪽 경계라  내 에  

연층(130)  개  역 , 폴리 막(122b)에 해 지 않는 역)   도  드(121)  

 상  도  드(121)에  연결   다. 다만, 본  드시 에 한 지는 않 ,

도  드(121)  프(122) 사   는 변경 실시   다.

실시 에 라, 탈 어(122a)는 5㎛ 내지 6㎛  (H1)( , 께)  가질  다. , 탈 어[0053]

(122a)는 도  드(121)  ( 컨 , 탈 어(122a)가 는 )  , 5㎛ 내지 6㎛  

(H1)  가지도    다. 다만, 탈 어(122a)  (H1)가 드시 에 한 는 것  아니 ,

탈 어(122a)  (H1)  그   등  도  드(121) /또는 프(122)  크  /또는 피치에

라 달라질  다. 또한, 탈 어(122a)  (H1)는 프(122)에  는 탄  도에 라 도 달

라질  다. , 탈 어(122a)  (H1)는, 프(122)에  는 탄  크  에 라 

 폴리 막(122b)  께(H2)  프(122)   (H1+H2+H3)에 합 도    다. , 탈 어

(122a)  (H1)는 도  드(121) /또는 프(122)  피치 등  고 하여  프(122)   

(H1+H2+H3)  어, 폴리 막(122b)   께(H2)  합  고 하여 결    것 다.

실시 에 라, 탈 어(122a)는 (Au), 주 (Sn), 니 (Ni), 타 타늄(Ti)  들  합   어도 하나[0054]

  한 층 상  도 막    다.  다만,  본  에 한 지는 않 ,  탈 어

(122a)  하는 도  질  변경   다. 컨 , 탈 어(122a)는 리(Cu), (Ag), (Au), 

(Pt),  라듐(Pd),  니 (Ni),  주 (Sn),  알루미늄(Al),  트(Co),  듐(Rh),  리듐(Ir),  철(Fe),  루 늄

(Ru),  뮴(Os),  망간(Mn),  몰리브 (Mo),  (W),  니 브(Nb),  탄탈럼(Ta),  타 타늄(Ti),  비

(Bi), 안티몬(Sb), 납(Pb)  어도 하나  ,  들  합   어도 하나   질   

다.

실시 에 라, 폴리 막(122b)  탈 어(122a)보다 큰  가지  탈 어(122a)   도[0055]

  다. 컨 , 폴리 막(122b)  탈 어(122a)  상   측  포함한   도

탈 어(122a)  에   다.

실시 에 라, 피치 건 등  고 한 프(122)   (H1+H2+H3)가 8㎛ 내지 15㎛  었다고 가 할[0056]

, 폴리 막(122b)  1㎛ 내지 3㎛  께(H2)( , )  가지도  탈 어(122a)  에 얇게 

 다. 다만, 폴리 막(122b)  께(H2)가 드시 에 한 는 것  아니 , 폴리 막(122b)  께(H2)는

프(122)에  는 탄   /또는 그  질에 라 달라질  다. 

한편, 폴리 막(122b)  께(H2)가  ,  1㎛ 하 , 경변 나 에  가해지는 격에[0057]

라 안    공하는 에 필 한 도  탄  얻  어 울  다. 또한, 폴리 막(122b)

께(H2)가  크 ,  7㎛ 상 , 다  치   드  압착 공  시 가해지는 하 (

 10MPa 상  하 )에 한 크랙 나 짐  생할  다. , 실시 에 라, 폴리 막(122b)  께

(H2)는    탄  공하 ,  크랙 나 짐  지 도  1㎛ 내지 7㎛  내에   

다.

, 본  실시 에 는 탈 어(122a)  폴리 막(122b)  포함한 어도 막  프(122)  [0058]

어 체  한다. 에 라, 경변 나  압 에 하여 컴플라 언트(compliant)하게 하여 

 안 할  는 도  탄  보 하 도 압착 공  시  크랙 나 짐  지    도

 내  폴리 막(122b)  탄  한하여 프(122)  할  다. 컨 , 탈 어(122a)  폴리

막(122b)  (  께)(H1, H2), 크  /또는 그  질  함 , 원하는 크  /또는 피치

 단 (120)에 합 는 프(122)  하 도, 폴리 막(122b)  크랙 나 짐  지 는  내에

  가 안  컴플라 언트 프(122)  할  다.

실시 에 라, 폴리 막(122b)  탄  가지는 폴리  질  루어지는 것 , 폴리  질  그 재료[0059]
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가  특별  한 지는  않는다.  ,  폴리 막(122b)  에폭시  지  폴리  질  루어질  다.

또한, 폴리 막(122b)  단 막  다층막    는 것 , 그 막 가 특별  한 지는 않

는다.

실시 에 라, 폴리 막(122b)  탈 어(122a)  함께 프(122)  어 체  하 , 상  어 [0060]

체  (H1+H2)(  께)는 6㎛ 내지 9㎛   다. 다만, 본  에 한 지는 않 , 어 

체  (H1+H2)는 도체 칩(100)에 연결 는 치   드에 안  연결  컴플라 언트

한 특  공할   도   내에    다. 또한, 어 체  (H1+H2)는  단

(120)  크  /또는 한  단 들(120) 사  피치에 라 다양하게 변경   다.

실시 에 라, 도 피막(122c)  폴리 막(122b)보다 큰  가지  폴리 막(122b)    [0061]

도    다. 컨 , 도 피막(122c) , 폴리 막(122b)  과 어, 도  드(121)  상

, 탈 어(122a),  폴리 막(122b)   연층(130)에 해 지 않는 역   도  드

(121)  어 상  도  드(121)에  연결   다. 컨 , 도 피막(122c)  연층(13

0)  안쪽 경계라  주변에  도  드(121)에   다. 다만, 본  드시 에 한 지는 않

, 도  드(121)  도 피막(122c) 사   는 변경 실시   다.

실시 에 라, 도 피막(122c)  2㎛ 내지 6㎛  께(H3)( , )  가질  나, 에 한 지는 않[0062]

는다. 컨 , 도 피막(122c)  께(H3)는, 도 피막(122c)  비도  폴리 막(122b)   안

 프(122)에 필 한 도  보 도  하 도,  단 (120)  크  /또는 한  단

들(120) 사  피치에 합 도   프(122)  (H1+H2+H3)  내에  결   다. ,

 단 (120)  크  /또는 한  단 들(120) 사  피치가 10㎛ 내지 15㎛ 하  미 할

경우, 프(122)   (H1+H2+H3)는 8㎛ 내지 15㎛    다. 다만, 프(122)  (H1+H2+H3)

가 드시 에 한 는 것  아니 , 는 도체 칩(100)  계 건에 라 변경   다.

실시 에 라, 도 피막(122c)  폴리 막(122b)  에  한 층 상  도 막    다.[0063]

,  도 피막(122c)  리(Cu),  (Ag),  (Au),  (Pt),  라듐(Pd),  니 (Ni),  주 (Sn),  알루미늄

(Al), 트(Co), 듐(Rh), 리듐(Ir), 철(Fe), 루 늄(Ru), 뮴(Os), 망간(Mn), 몰리브 (Mo), 

(W), 니 브(Nb), 탄탈럼(Ta), 타 타늄(Ti), 비 (Bi), 안티몬(Sb), 납(Pb)  어도 하나  , 

들  합   한 층 상  막    나, 에 한 지는 않는다. 또한, 한 

질 에도 도  공할  는 질  도 피막(122c)  하는 질    다. 러한 도

피막(122c)  도체 칩(100)에 연결 는 치   드  사 에  각  신  /또는 원  달에

필 한 도  공할  는 도 질  다.

한  같  본  실시 는, 탈 어드 폴리  프(122)  비한 도체 칩(100)  공한다. [0064]

러한 본  실시 에 하 , 신뢰     공하는 도체 칩   비한 치(

, 시 치)  공할  다.

보다 체 , 본  실시 에 하 , 폴리 막(122b)  컴플라 언트한 특 에 해,  고  [0065]

 프 비 다양한 경변    압 에 하여 보다 컴플라 언트하게 할  는 도체 칩(100)

공할  다. 에 라, 도체 칩(100)과 에 연결 는 치 사    안 할  다.

또한, 본  실시 에 는, 폴리 막(122b)  내 에 탈 어(122a)  함 , 한  해[0066]

필 한 프(122)  께(H1+H2+H3)   보하 도 폴리 막(122b) 만 어  하는 에 비해

탄   하게 한할  다. , 본  실시 에 는 폴리 막(122b) 만  단  어

에 비해 폴리 막(122b)  께(H2)  낮   다. , 본  실시 에 는 폴리 막(122b)  

께(H2)  7㎛ 하  낮 , 압착 공 (본  공 ) 시 프(122)에   하  가해지 라도 폴리

막(122b)  크랙 나 짐  지 도  할  다. 에 라, 압착 공  시 생할  는 량  감하

고, 양산  보할  다.

가 , 본  실시 에 는 도 피막(122c)   도  가지는 폴리  프(122)  [0067]

도체 칩(100) 체에 고  한다. 컨 , 본  실시 에 한 도체 칩(100)  ( 컨 ,

도  드(121)  )에는 다  도  폴리  프들(122)    다.  에 라,  도체 칩

(100)  치에 실 할 , 도   가지는 ACF  할 필 가 없게 다. 라 , 균 하게 

포 는 ACF  도  에 한 쇼트 결함 나 픈 량  지하고, 도체 칩(100)과 치 사  
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  안 할  다.

도 5a는 도 3  I-I' 에  단  다   나타내는 단 도 다. 그리고, 도 5b는 도 3  Ⅱ-Ⅱ' 에[0069]

 단  다   나타내는 단 도 다. 도 5a  도 5b에 , 도 3 내지 도 4b에 도시  실시  사 또

는 동 한  에 해 는 동   여하고, 에 한 상 한  생략하  한다.

도 5a  도 5b  참 하 , 도  드(121)  도 피막(122c)  어도 하나는 층  그 상  다[0070]

층    다. 컨 , 도  드(121) /또는 도 피막(122c)  항 값 나 계  특  고

하여 들  어도 하나  어도  개  도 층  포함하는 층  할  다.

실시 에 라, 도  드(121)는 어도  역  첩  1 도 층(121a)  2 도 층(121b)  포함한[0071]

층    다. 편 상, 도 5a 내지 도 5b에 는 1 도 층(121a)  2 도 층(121b)  동 한

 가지   첩  것  도시하 나,  본   에  한 지는 않는다.  ,  1  도 층

(121a)  2 도 층(121b)  크 (   께 등) /또는 들 사  치 는 다양하게 변경 실시

 다.

실시 에 라, 도 피막(122c)  어도  역  첩  3 도 층(122c1)  4 도 층(122c2)  포함한[0072]

층    다. 컨 , 도  재료  하여 폴리 막(122b)   어도  

함 , 프(122)  도  안  보할  다.

도 6  본   실시 에 한 치  나타내는 사시도 다. 그리고, 도 7  도 6  Ⅲ-Ⅲ' 에 [0074]

단   나타내는 단 도 다. 실시 에 라, 도 6  도 7에 는 치   시 치  도시

하  하나, 본 에 한 치가 드시 시 치에만 한 지는 않는다. 도 6  도 7에 , 도 1 내

지 도 5에 도시  실시  사 또는 동 한  에 해 는 동   여하고, 에 한 상 한

 생략하  한다.

도 6  도 7  참 하 , 본   실시 에 한 치, 컨 , 시 치는 시 (200)과 에 실[0075]

 도체 칩(100)  포함한다.

실시 에 라, 시 (200)  어도 역(Active Area; AA)에   첩 는 1 (210)  2[0076]

(220)과, 1 (210)  비 역(Non-active Area; NA)에 치  다   드들(211)  포함한

다. 역(AA)  어도 들(미도시)  치 는 역 , 상  시 는 역  미할  다.

비 역(NA)  역(AA)  한 나 지 역  미하는 것 ,  역, 드 역 /또

는 각  미 역 등  포함할  다. 실시 에 라, 시 (200)  계  시 , 액  시

,  플라 마 시   하나   나, 시 (200)  가 에 한 지는 않는다.

실시 에 라, 1 (210)  2 (220)  어도 하나는 리   플라 틱   나,[0077]

에  한 지는  않는다.  컨 ,  1  (210)  /또는  2  (220) ,  폴리에 폰(PES,

polyethersulfone), 폴리아크릴 트(polyacrylate), 폴리에 미드(PEI, polyetherimide), 폴리에틸  나

프탈 트(PEN, polyethylene naphthalate), 폴리에틸  프탈 드(PET, polyethylene terephthalate),

폴리 닐  드(PPS,  polyphenylene  sulfide),  폴리아릴 트(PAR,  polyarylate),  폴리 미드(PI,

polyimide),  폴리카보 트(PC,  Polycarbonate),  룰  트리 아 트(TAC)   룰 아 트

프 피 트(CAP,  cellulose  acetate  propionate)   어도 하나  질  포함한 가  (flexible

substrate)   다. 또한, 1 (210) /또는 2 (220)  리(glass)  강  리  하나  

질  포함하는 경  (rigid substrate)  도 다. 한편, 1 (210) /또는 2 (220)  한

재질    나, 에 한 지는 않는다. , 1 (210) /또는 2 (220)   

/또는 사   도 다.

또한, 실시 에 라, 1 (210)  2 (220)  어도 하나는, 어도 한 층  막 /또는 [0078]

막  포함하는 연층   도 다. 컨 , 2 (220)  어도 한 층  막 /또는 막

 포함하는 막 지층(Thin Film Encapsulation; TFE)   다.

실시 에 라,  드들(211)  도  질  어, 도시 지 않  각  신 들 /또는 원 들에[0079]

  다. 러한  드들(211)  시 (200)과 도체 칩(100)  사 에  시 (200)  동
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하  한 각  원들 /또는 신 들  달할  다.

실시 에 라, 도체 칩(100) , 1 (210) 상  비  역(NA)에 실   다. 러한 도체 칩[0080]

(100) , 앞  도 1 내지 도 5b  실시 에 한 도체 칩(100)   다. , 도체 칩(100) , (110)

 어도 하나  도  드(121)  포함하는 , 도  드(121)에  연결 는 어도 하

나  탈 어드 폴리  프(122)  비할  다.  연결 는 도  드(121)  프(122)는 각각

 단 (120)  한다. 

실시 에 라, 도체 칩(100) , 시 (200)  동하  한 동  포함할  다. , 도체[0081]

칩(100)  내 ( 컨 , 층)에는 도시 지 않  주사 동  /또는  동 가 집   다.

실시 에 라, 시 (200)   드들(211)과 도체 칩(100)  도  드들(121)  프들(122)에 [0082]

해   연결   다. 컨 ,  드들(211)과 도  드들(121)  각각 하나씩  

루어 마주하도  치 고, 각각   드(211)  에 마주하는 도  드(121)는 들 사 에 치

해당 프(122)에 해  연결   다.

실시 에 라, 프들(122) 각각 , 도 3 내지 도 5b  실시 에  한  같 , 컴플라 언트한 특[0083]

보 한 탈 어드 폴리  프   다. 컨 , 프들(122) 각각 , 탈 어(122a) , 상  탈 어

(122a)   감싸는 폴리 막(122b)과, 상  폴리 막(122b)   감싸   드들(211)  하

는  드(211)에  연결 는 도 피막(122c)  포함할  다. , 프들(122) 각각 , 도

드들(121)  하는 도  드(121)   드들(211)  하는  드(211) 사 에 

연결 어  하는 도  드(121)   드(211)  통 시킬  다.

실시 에 라, 시 (200)과 도체 칩(100)  사 에는 비도  필 (Non-conductive Film; NCF)과 같[0084]

비도  착층(300)  비   다. 러한 비도  착층(300)  시 (200)과 도체 칩(100)  사

에 개재 어 시 (200) 상에 도체 칩(100)  안  착할  다.

도 8  본   실시 에 한 시  나타내는 사시도 다. 그리고, 도 9는 도 8  Ⅳ-Ⅳ' 에 [0086]

단   나타내는 단 도 다. 도 8  도 9에 , 도 1 내지 도 7에 도시  실시  사 또는 동 한

 에 해 는 동   여하고, 에 한 상 한  생략하  한다.

도 8  도 9  참 하 , 앞  도 1 내지 도 7에  한 탈 어드 폴리  프(122)  같   [0087]

향상시킬  는 프 체가 시 (200)  드 (230)에  도 다. 다만, 앞  한 탈 

어드 폴리  프(122)  동  지하  하여, 드 (230)에  프 체는 돌  드(213)  

하  한다.

실시 에 라, 시 (200) , 어도 역(AA)에   첩 는 1 (210)  2 (220)과,[0088]

상  1 (210)   역, 컨  비 역(NA)에 치 는 드 (230)  비한다. 

실시 에 라, 1 (210)  2 (220)  어도 하나는 리   플라 틱   나,[0089]

에 한 지는 않는다. 또한, 1 (210)  2 (220)  어도 하나는 경    가  

  다. 또한, 실시 에 라, 1 (210)  2 (220)  어도 하나, , 2 (220)

어도 한 층  막 /또는 막  포함하는 막 지층   다.

실시 에 라, 드 (230)는, 도체 칩(100) 등과 같    안   한 다  돌[0090]

 드들(213)과, 상  돌  드들(213) 각각에  연결 는 다   드들(211)  포함한다.

실시 에 라, 각각  돌  드(213)는 에 하는  드(211)   상에 치   다. 컨 ,[0091]

돌  드(213)는 보 막(212)에 해 커 지 않는  드(211)   상에 직  도  치  

다. 실시 에 라, 보 막(212)  1 (210)  비 역(NA)    커 하 ,  

드들(211)   역  하는 개  가질  다.

실시 에 라, 돌  드(213)는 앞  한 탈 어드 폴리  프(122)  실질  동  또는 사한[0092]

 가질  다. 컨 , 각각  돌  드(213)는, 에 하는  드(211)   상에 치  

탈 어(213a) , 상  탈 어(213a)   감싸는 폴리 막(213b)과, 상  폴리 막(213b)   감

싸는 도 피막(213c)  포함할  다. 
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실시 에 라, 돌  드(213)는 에 하는  드(211)  에 치 어 1 (210)과 는[0093]

향( 컨 , 상  향)  돌 고, 폴리 막(213b)  탈 어(213a)  돌     다. 

, 폴리 막(213b)  탈 어(213a)    체     다. 실시 에 라, 폴리 막

(213b)    안 할  는 도  탄  공하 도 압착 공  시  크랙 나 짐  지 도

 1㎛ 내지 7㎛  께  가질  다.

실시 에 라, 도 피막(213c)  폴리 막(213b)  돌     다. , 도 피막(213c)  폴리[0094]

막(213b)    체     다.

한 실시 에 한 시 (200)  탈 어드 폴리  돌  드(213)  비함 ,  [0095]

  신뢰     공할  다.

도 10  본  다  실시 에 한 치  나타내는 단 도 다. 도 10에 , 도 1 내지 도 9에 도시[0097]

실시  사 또는 동 한  에 해 는 동   여하고, 에 한 상 한  생략하

한다.

도 10  참 하 , 본  다  실시 에 한 치, 컨  시 치는,   연결  도[0098]

체 칩(100)  시 (200)  포함한다. 실시 에 라, 도체 칩(100)과 시 (200)  사 에는 비도

 착층(300)  개재   다.

실시 에 라, 시 (200)  도 8 내지 도 9에  한 시   다. , 시 (200)  탈 [0099]

어(213a), 폴리 막(213b)  도 피막(213c)  포함한 다  돌  드들(213)과, 상  돌  드들(213)에

 연결 는 다   드들(211)  비한 시   다.

실시 에 라,  도체 칩(100) ,  시 (200)  돌  드들(213)  각각에 는 다   단 들[0100]

(120')  비할  다. 실시 에 라,  단 들(120') 각각  도  드(121)  에  연

결 는 프(122')  비할  다.

실시 에 라, 프들(122')  각각  도  드(121)에  연결 는 탈 프   다. 다만,[0101]

본 실시 에 , 프(122')가 탈 프에 한 지는 않는다. 컨 , 본 실시 에 한 도체 칩(100)  앞

 도 1 내지 도 7에  한 탈 어드 폴리  프(122)  비한 도체 칩  도 다.

, 본  실시 에  도체 칩(100)  시 (200)  어느 하나,  도체 칩(100)  시[0102]

(200) 는, 탈 어드 폴리  프 체( 탈 어드 폴리  프(122), 또는 탈 어드 폴리  돌

드(213))  비할  다. 러한 본  실시 에 하 , 도체 칩(100)과 시 (200)  사 에

신뢰  는   공할  다.

본   사상  한 실시 에 라 체  었 나, 상  실시 는 그  한 것[0104]

그 한  한 것  아님  주 하여야 한다. 또한, 본   야  통상  지식  가진 라  본 

  사상   내에  다양한 변  가 가능함  해할   것 다. 

본  는  상 한 에 재  내  한 는 것  아니라, 특허 청 에 해 해[0105]

야만 할 것 다. 또한, 특허 청  미  , 그리고 그 균등 개  도 는 든 변경 또

는 변  태가 본  에 포함 는 것  해 어야 할 것 다.

 

100: 도체 칩  110: [0107]

120:  단    121: 도  드

122, 122': 프   122a, 213a: 탈 어

122b, 213b: 폴리 막  122c, 213c: 도 피막
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130: 연층    200: 시

211:  드   212: 보 막

213: 돌  드   230: 드

300: 비도  착층

도

도 1

도 2
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도 3

도 4a
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도 4b

도 5a

도 5b
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도 6

도 7

도 8
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도 9

도 10
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